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Verfahren und Vorrichtung zur Strukturierung von organischen 
Schichten 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Strukturierung organischer Schichten und ins- 
besondere betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Struktu- 
rierung organischer Schichten, bevorzugt von Isolator- 
schichten, um Durchkontaktierungen in, den strukturierten or- 
ganischen Schichten zu erzielen. 

Organische integrierte Schaltkreise, d.h. Schaltungen, die 
auf organischen Werkstoffen bzw. polymeren elektrischen Werk- 
stoffen basieren, eignen sich fur eine wirtschaf tliche Her- 
stellung von elektrischen und elektronischen Schaltungen in 
Bassenanwendungen und Wegwerf-Produkten, wie zum Beispiel 
kontaktlos auslesbare Identif ikations- und Produkt- 
(Kennzeichnungs-) Transponder (radio frequency identification 
(RFID) Transponder bzw. Tags) aber ebenso fur hochwertige 
Produkte wie zum Beispiel die Ansteuerung von organischen 
Displays . 

Integrierte Schaltungen sind typischerweise aus verschiedenen 
funktionellen Schichten aufgebaut. Dies bedingt, dass eben- 
falls Leiterbahnen in verschiedenen Schichtebenen geftihrt 
werden. Ersichtlich ist dieses Problem, wenn man zum Beispiel 
eine Kontaktierung einer Gate-Elektrode eines ersten organi- 
schen Feldef f ekt-Transistors (OFET) mit der Source-Elektrode 
eines zweiten organischen Feldef f ekt-Transistors (OFET) in 
Betracht zieht. Um eine derartige elektrische Verbindung zu 
realisieren, ist zumindest eine Isoiatorschicht zwischen der 
Schichtebene der Gate-Elektrode bzw. der Schichtebene der 
Source-/Drain-Elekroden zu strukturieren. Die Verwendung von 
herkommlicher Photolithographie, die zur Strukturierung von 
anorganischen Materialien entwickelt wurde und eingesetzt 
wird, ist nur sehr eingeschrankt moglich. Die fur die Photo- 



WO 2005/006462 



PCT/DE2004/001375 



lithogfaphie verwendeten Substanzen und Chemikalien greifen 
liblicherweise die organischen Schichten an bzw. losen die or- 
ganischen Schichten, so dass die Eigenschaf ten von Schichten 
nachteilig beeinflusst werden oder gar zerstort werden. Dies 
5 geschieht insbesondere beira Auf schleudern, Entwickeln und Ab- 
losen des bei der Photolithographie verwendeten Photolacks. 

Ein weiteres technisches Problem, das ebenfalls mit Durch- 
kontaktierungen gelost wird, ist die vertikale Integration 

10 mehrerer Lagen von integrierten organischen Schaltungen. Im 
Gegensatz zu anorganischen integrierten Schaltungen, welche 
die Oberflache eines Einkristall als Substrat benotigen, ist 
bei organischen Schaltungen kein spezielles Substrat n5tig, 
d.h. Schaltungsebenen konnen gestapelt und mit Durch- 

15 kontaktierungen elektrisch verbunden werden. Dm eine vertika- 
le Integration dieser Art zu erhalten, ist jedoch zumindest 
eine trennende Schicht wie zum Beispiel eine Isolatorschicht 
zwischen den Schaltungsebenen erf orderlich. Die Durch- 
kontaktierung durch eben solche Schichten leiden ebenfalls an 

20 dem vorstehend beschriebenen Problem. 

In Applied Physics Letters 2000, Seite 1478 ff . (G.H- Gelinck 
et al.) .wird zur Losung dieses Problems vorgeschlagen, nie- 
derohmige Durchkontaktierungen mittels Photostrukturierung 

25 von Photoresistmaterial in die Feldef f ekt-Trans'is tor struktur 
einzubringen. Hierzu wird ein anderer Aufbau der organischen 
Feldef fekt-Transistoren, die sogenannte* "Bottom-Gate" Struk- 
tur als zwingend angesehen. Bei Erzeugen einer "Top-Gate" 
Struktur ist dieses Verfahren nicht anwendbar, da Durch- 

30 kontaktierungen inakzeptable hdhe Widerstande im Bereich von 
einigen MQ aufweisen wurden. Ferner beschreiben G.H. Gelinck 
et al. eine komplexe hybride Schaltung, d.h. eine Schaltung, 
die auf organischen Feldef fekt-Transistoren und anorganischen 
(klassische) Dioden aufbaut. Die hybride Struktur mit "Bot- 

35 torn-Gate" Transistoren ist fur komplexe Schaltungen wirt- 

schaftlich nicht einsetzbar. Dieses Verfahren ist nur im Rah- 
men der Entwicklung und Forschung praktikabel, da es nicht an 
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die Erf ordemisse eines schnellen und kontinuierlichen Her- 
stellungsprozesses im Rahmen einer Serienproduktion adaptier- 
bar ist. 

Eine Aufgabe dieser Erfindung ist, ein Verfahren bereitzu- 
stellen, das ermoglicht, eine organische Schicht einer orga- 
nischen Schaltung in einem zeit-ef f izienten und kontinuierli- 
chen bzw. semi-kontinuierlichen Prozess zu strukturieren. 

Eine weitere Aufgabe dieser Erfindung ist, das Verfahren auf 
die Bildung von Durchkontaktierungen anzuwenden, um einen 
zeit-eff izienten und kontinuierlichen bzw. semi- 
kontinuierlichen Prozess fur die Bildung von Durch- 
kontaktierungen zu erhalten. 

Die Aufgaben werden durch die unabhangigen Anspruche 1 und 8 
gelost. Vorteilhafte Ausbildungen von Ausf iihrungsf ormen der 
Erfindung sind in den abhangigen Anspriichen beschrieben. 

Gemafi einem ersten Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren 
zum Strukturieren einer unstrukturierten organischen Schicht 
bereitgestellt . Vorteilhaf terweise eignet sich das Verfahren 
fur eine Strukturierung von einer Isolatorschicht von organi- 
schen Schaltungen. Strukturierungsmittel, die eine vorbe- 
stimmte Temperatur aufweisen, werden unter einem vorbestimm- 
ten Druck (einem Pressdruck) in die organische Schicht einge- 
presst. Der Einpressvorgang ist geeignet, die organische 
Schicht durch die Strukturierungsmittel dauerhaft zu struktu- 
rieren. 

Erf indungsgemaJJ' ist eine Schicht -bildende Substanz der orga- 
nischen Schicht derart gewahlt, dass sich die organische 
Schicht unter Einwirken der Strukturierungsmittel wahrend des 
Einpressens dauerhaft off net. Bevorzugt werden die Struktu- 
rierungsmittel liber eine vo'rbestimmte Zeitperiode in die or- 
ganische Schicht eingepresst. 
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Ferner sind die Strukturierungsmittel bevorzugt auf einem 
flachigen Trager anget>rdnet. Der Trager kann vorteilhaf ter- 
weise plattenf ormig mit relief artigen Strukturierungen ausge- 
ftihrt sein. Die vorstehenden Strukturen der relief artigen 
5 Strukturierungen dienen hierbei als die Strukturierungsmittel 
zur Strukturierung der organischen Schicht. 

Die strukturierte organische Schicht weist bevorzugt Vertie- 
fungen entsprechend den Strukturierungsmitteln auf. Insbeson- 

10 dere sind die Vertiefungen im wesentlichen durchgangig, d.h. 
die Vertiefungen sind durchgangig bis zu einer Schicht r die 
von der unstrukturierten bzw. abschlieftend strukturierten or- 
ganischen Schicht zumindest teilweise bedeckt wird und legen 
Bereiche dieser Schicht frei. Die Vertiefungen eignen sich 

15 erfindungsgemafi, urn Durchkontaktierungen in den Vertiefungen 
zu bilden, die Kontakte zu den freigelegten Bereichen der 
Schicht aufweisen, die von der unstrukturierten bzw. ab- 
schliefiend strukturierten organischen Schicht zumindest teil- 
weise bedeckt wird. 

20 

Ein Vorteil der erf indungsgemafien Losung liegt darin, dass 
die Strukturierung der organischen Schicht r insbesondere der 
organischen Isolatorschicht T unabhangig von deren Aufbringung 
erfolgt. Typischerweise ist sicherzustellen, dass eine Isola- 

25 torschicht in einer integrierten organischen Schaltung sehr 

diinn (< 500 nm) und defektfrei ausgebildet ist. Verfahren und 
Vorrichtungen, welche die Isolatorschicht strukturiert auf- 
bringen konnten (z.B. Drucktechniken) fuhren nicht zu sehr 
dtinnen und defektfreien Schichten, es konnen damit nur dicke 

30 Schichten (> 1 iom) aufgebracht werden. Andererseits konnen 
unstrukturierte Schichten sehr diinn und defektfrei aufge- 
bracht werden. Erf indungsgemafi werden die Schicht aufbringung 
und Schichtstrukturierung in getrennten Prozessen optimiert 
durchgefuhrt, wobei die Erfindung im speziellen die Schicht- 

35 strukturierung betrifft. 
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Ein zusatzlicher Vorteil der Erfindung liegt darin, dass die 
erf indungsgemafie Strukturierung keinerlei Losungsmittel beno- 
tigt, was dieses Verfahren kostengunstig und umweltf reundlich 
macht . 

5 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist die Moglichkeit, das 
erf indungsgemaJie Verfahren derart auszugestalten, dass dieses 
in einen kontinuierlichen bzw. semi-kontinuierlichen und 
schnellen Herstellungsprozess vorteilhaft integrierbar ist. 

10 

GemaB einem weiteren Aspekt der Erfindung wird eine Vorrich- 
tung zum Strukturieren von organischen Schichten bereitge- 
stellt. Die erf indungsgemaJie Vorrichtung ist insbesondere ge- 
eignet, urn organische Isolatorschichten von organischen 

15 Schaltungen zu strukturieren. Hierzu weist die Vorrichtung 

Strukturierungsmittel rait vorbestimmten Abmessungen auf. Die- 
se Strukturierungsmittel sind mit einer vorbestimmten Tempe- 
ratur unter einem vorbestimmten Druck in die organische 
Schicht einpressbar. Durch Einpressen der Strukturierungs- 

20 mittel in die organische Schicht wird diese dauerhaft struk- 
turiert . 

Bevorzugt ist eine Schicht -bildende Substanz bzw. sind 
Schicht -bildende Substanzen der organischen Schicht derart 
25 gewahlt, dass sich die organische Schicht unter Einwirken der 
Strukturierungsmittel , d.h. bei Einpressen der Strukturie- 
rungsmittel dauerhaft off net. 

Ferner sind die Strukturierungsmittel bevorzugt auf einem 
30 fiachigen Trager angeordnet. Alternativ sind die Strukturie- 
rungsmittel auf einem flachigen, flexiblen Trager angeordnet 
sind, der wiederum auf einem walzenf ormigen Trag bzw. Grund- 
korper umfanglich angeordnet ist. 

35 Vorteilhaf terweise wird die organische Schicht bzw. das 

Schicht -tragende Substrat mittels einer Fordereinrichtung 
synchron mit ein^r Umf angsgeschwindigkeit -des walzenf ormigen 
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TxSgers bzw. Grundkopers gefordert* Weiterhin vorteilhaf ter- 
weise ermoglicht eine Einrichtung, bevorzugt eine mechanische 
Einrichtung die Struktur;Lerungsmittel mit dem vorbestimmten 
Druck in die organische Schicht einzupressen. Zusatzlich kon- 
5 nen die Strukturierungsmittel mittels einer Einrichtung auf 
die vorbestimmte Temperatur erwarmt werden. 

Insbesondere stellt die Verwendung von flexiblen bzw. biegsa- 
men Tragern mit Strukturierungsmitteln, ahnlich wie sie in 

10 der Druckindustrie fur Hochdruckverf ahren verwendet werden, 
einen bedeutenden Vorteil der Vorrichtung dar. Diese biegsa- 
men Trager konnen auf Walzen bzw, Rollen montiert werden, urn 
damit das vorstehend ausgefuhrte Verfahren gemafi einer Aus- 
fuhrungsform der Erfindung z.B. in eine Rollendruckmaschine 

15 zu integrieren. 

Ein weiteres kostengiinstiges Element ist eine schnelle Urn- 
rtistbarkeit der Trager, da das Erzeugen der Erhohungen auf 
den Tragern durch standardisierte Atzverfahren einen ublichen 
20 Prozess darstellt . 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist die Moglichkeit, die 
erf indungsgemaBe Vorrichtung derart auszugestalten, dass die- 
se in einen kontinuierlichen bzw. semi-kontinuierlichen und 
25 schnellen Herstellungsprozess vorteilhaf t integrierbar ist. * 

Die erfindungsgemafie Vorrichtung gemafi einer Ausfuhrungsf orm 
der Erfindung eignet sich insbesondere dazu, das vorstehend 
detailliert beschriebene erfindungsgemafie Verfahren zur 
30 Strukturierung von organischen Schichten durchzuf uhren . 

Unter deiti Begriff "organische Materialien" sollen alle Arten 
von organischen, metallorganischen und/oder anorganischen 
Kunststof fen unter Ausnahme der klassischen auf Germanium, 
35 Silizium usw. basierenden Halbleitermaterialien verstanden 

werden. Ferner soil der Begriff "organisches Material" feben- 
falls nicht auf kohlenstof fhaltiges Material beschrankt sein, 
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vielmehr sind ebenfalls Materialmen wie Silicone moglich. 
Weiterhin sind neben polymeren und oligomeren Substanzen e- 
benso "small molecules" verwendbar. Es soli ebenfalls im Rah- 
men dieser Erfindung verstanden werden, dass organische 
5 Schichten aus diesen Schicht-bildenden Materialien bzw. Sub- 
stanzen erhalten werden. Weiterhin zeichnen sich organische 
Bauelemente, die aus verschiedenen f unktionellen Komponenten 
zusammengesetzt sind, im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Erfindung durch zumindest eine organische funktionelle Kompo- 
10 nente, insbesondere eine organische Schicht aus. 

Einzelheiten und bevorzugte Ausfuhrungsf ormen des erfindungs- 
gemafien Gegenstands ergeben sich aus den abhangigen Ansprii- 
chen sowie den Zeichnungen, anhand deren im f olgenden Ausfuh- 
15 rungsbeispiele detailliert erlautert werden, so dass der er- 
findungsgemafie Gegeilstand klar ersichtlich wird. In den 
Zeichnungen zeigen : 

Fig. 1 einen ersten beispielhaf ten Prozessschritt zur semi- 
20 kontinuierlichen Strukturierung einer organischen 

Schicht einer organischen Schaltung gemafi einer Aus- 
fuhrungsf orm der Erfindung; 
Fig. 2 einen zweiten beispielhaf ten Prozessschritt gemafi ei- 
ner Aus fiihrungs form der Erfindung; 
25 Fig. 3 einen dritten beispielhaf ten Prozessschritt gemafi ei- 
ner Ausfuhrungsf orm der Erfindung; 
Fig. 4 einen vierten beispielhaf ten Prozessschritt gemafi ei- 
ner Ausfuhrungsf orm der Erfindung; und 
Fig. 5 eine Vorrichtung zur Strukturierung einer organischen 
30 Schicht einer organischen Schaltung gemafi einer Aus- 

fuhrungsf orm der Erfindung. 



In den Figuren 1 bis 4 sind einzelne Prozessschritte zur se- 
mi-kontinuierlichen Strukturierung einer organischen Schicht 
35 einer organischen Schaltung gemafi einer Ausfuhrungsf orm der 
Erfindung exemplarisch dargestellt. 
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In Fig- 1 ist ein Substrat 5 dargestellt, das eine erste 
Schicht 4 und eine zweite Schicht 3 tragt. Die erste Schicht 
4 kann beispielsweise aus metallischen und/oder organischen 
Schichtteilen zusammengesetzt sein. Insbesondere kann die 
5 Schicht 4 organische und/oder metallische Leiterbahnen, Sour- 
ce- bzw. Drain-Elekroden und organische Halbleiterschichten 
umfassen. Diese Schicht 4 ist durch die zweite Schicht 3 be- 
deckt, die insbesondere eine Isolator schicht 3 ist. 

10 Das Substrat ist vorteilhafterweise ein organisches Substrat, 
bevorzugt eine Kunststof f f olie und insbesondere eine Polyes- 
terfolie. Die Halbleiterschicht basiert Vorteilhafterweise 
auf einer organischen halbleitenden Substanz. Die Halbleiter- 
schicht kann insbesondere aus einem der polymeren Substanzen 

15 wie zum Beispiel Polyalkylthiophen, Poly-Di-Hexyl-Ter- 

Thiophen (PDHTT) und Polyf luoren-Derivaten gebildet sein. 
Vorteilhafterweise ist die Isolatorschicht eine organische 
elektrisch isolierende Isolatorschicht, wie zum Beispiel Po- 
lymethylmetacrylat (PMMA) oder Polyhydroxystryrol (PHS) . Als 

20 organische leitfahige Substanzen, insbesondere als Leiterbah- 
nen, kommen Gold, Polyanilin (PANI) oder dotiertes Polyethy- 
len (PEDOT) in Frage. 

Ferner ist in Fig. 1 eine Trager- bzw. Druckplatte 1 darge- 
25 stellt, die eine Vielzahl an Vorspriingen 2 aufweist. Die Vor 
spriinge 2 sind bevorzugt zylinderf ormig ausgebildet und wei- 
sen vorteilhafterweise im wesentlichen gleiche Abmessungen 
auf. Der Durchmesser der Vorsprunge 2 liegt zum Beispiel in 
einem Bereich von 10 bis 100 ym und die Hohe liegt ferner 
30 beispielsweise von einigen wenigen Mirkometer. Solch eine 
Trager- bzw. Druckplatte 1 mit Vorspriingen 2 kann zum Bei- 
spiel mittels Lithographie und/oder Atzprozesse aus einer an 
organischen Tragerplatte, zum Beispiel einer Kupf erplatte, 
hergestellt werden. 

35 

GemaJi Fig. 2 wird die Tragerplatte fur eine vorbestimmte 
.Zeitdauer mit einem vorbestimmten Druck auf das Substrat 5 
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bzw. die zu oberst auf dem Substrat 5 angeordnete Schicht 3 
gepresst. An den Beruhrungspunkten zeihen sich die Schicht - 
bildende Substanz der Schicht 3 zuriick und es entstehen da- 
durch Vertiefungen 6 bzw. Locher 6, die im wesentlichen in 
5 ihren Positionen und ihren Abmessungen den Positionen und Ab- 
messungen der Vorsprunge 2 auf der Tragerplatte 1 entspre- 
chen. Das heifit, die organische Schicht 3 wird entsprechend . 
der Gestaltung der Tragerplatte 1 bzw. der Gestaltung und An- 
ordnung der von der Tragerplatte 1 exponierten Vorsprunge 1 
1 0 s t rukturiert . 

Urn das Bilden der Vertiefungen 6 unter dem vorbestimmten 
Dxuck wahrend einer vorbestimmten Zeitdauer zu gewahrleisten, 
wird die Tragerplatte mit Vorsprungen 2 vor dem Pressvorgang 
15 auf eine vorbestimmte Temperatur vorgewarmt. Die Erwarmung 

der Tragerplatte 1 mit Vorsprungen 2 kann zum Beispiel durch 
elektrische Erwarmung oder mittels Strahlungserwarmung erfol- 
gen. 

20 Wie in Fig. 3 gezeigt, werden die Tragerplatte und das 

Schichten tragende Substrat 5 nach der vorbestimmten Zeitdau- 
er wieder voneinander getrennt. In der organischen Schicht 3 
verbleiben die durch die Vorsprunge in der Schicht 3 gebilde- 
ten Vertiefungen 6 und Locher 6, so dass die Schicht 3 nun 

25 st rukturiert vorliegt. 

Ans chlieli end an die Strukturierung der Schicht 3 konnen nun 
weitere Herstellungsprozess-Schritte erfolgen. So kann zum 
Beispiel eine nachste Schicht aufgebracht werden, die ferner 

30 anwendungs- bzw. herstellungsspezif isch strukturiert werden 

kann. In Fig. 4 ist eine solche weitere strukturierte Schicht 
illustriert. Gemafi Fig. 4 wird zum Beispiel eine zweite Lei- 
terbahn'ebene in Form einer leitfahigen metallischen oder or- 
ganischen Schicht 7 strukturiert aufgebracht, die entspre- 

35 chend der strukturiert en organischen Schicht 3 mit der 

Schicht 4 durch die gebildeten Vertiefungen 6 elektrisch kon- 
taktiert ist.. Diese elektrisch leitfahige Schicht 7 kann zum 
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Beispiel Gate-Elektroden fur organische Feldeffekt- 
Transistoren (OFETs) einschliefien , 

Die Vorstehend beschriebenen Prozessschritte, illustriert ge- 
5 maR Fig. 1 bis Fig. 3, zur Strukturierung einer organischen 
Schicht, insbesondere der organischen Schicht 3, kann als se- 
mi- kontinuierliches Verfahren bezeichnet werden. Das Struk- 
tur-erzeugende Mittel ist in Form der Trager- bzw. Druckplat- 
te 1 ausgefiihrt, das eine vorbestiramte Flache der organischen 
10 Schicht in einem Druck- bzw. Pressvorgang strukturieren kann. 
AnschlieBend karin eine nachfolgend unter der Trager- bzw. 
Druckplatte 1 positionierte organischen Schicht strukturiert 
werden. ■ 

15 Fig. 5 illustriert eine Vorrichtung zur Strukturierung einer 
organischen Schicht einer organischen Schaltung gemali einer 
bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung. 

Als Struktur-erzeugendes Mittel kommt eine Walze 10 bzw. eine 
20 Rolle 10 zuiri Einsatz. Die Oberflache der Walze ist bevorzugt 
mit einer biegsamen oder flexiblen Trager- bzw. Druckplatte 
11 versehen, die in Analogie mit vorstehend beschriebener 
Trager- bzw. Druckplatte 1 ebenfalls Vorsprunge 12 aufweist, 
die zur Strukturierung einer organischen Schicht 13 dienen. 
25 Entsprechend kann das vorstehend beschriebene Herstellungs- 
verfahren ebenfalls far die TrSger- bzw. Druckplatte 11 ver- 
wendet werden. Ebenso entsprechen sich die Abmessungen der 
Vorsprunge 2 bzw. der Vorsprunge 12. 

30 Urn die von der Walze 10 getragene Struktur der Druckplatte 11 
auf die organische Schicht 13 zu libertragen, wird das die or- 
ganische Schicht 13 tragende Substrat 15 mittels einer For- 
dereinrichtung umf angs-synchron mit der Umf angsgeschwindig- 
keit der Walze 10 bewegt, so dass die von der Walze getrage- 

35 nen Vorsprunge 12 der Druckplatte 11 die organische Schicht 
13 analog zu dem vorbeschriebenen Verfahren strukturieren.. 
Die Fordereinrichtung ist eine geeignete mechanische Einrich- 
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tung, wie zum Beispiel eine Gegendruck-Walze 18,, die vorteil- 
hafterweise rait einer Band-Fordereinrichtung (nicht gezeigt) 
zur synchronen Forderung des Substrats 15 in Verbindung 
steht, so dass das Substrat 15 und folglich ebenso die orga- 
5 nische Schicht 13 synchron mit einer Umf angsgeschwindigkeit 
der Walze 10 bzw. der mit der Druckplatte 11 versehenen Walze 
10 gef6rdert wird. Eine weitere mechanische Einrichtung 
(nicht gezeigt) kann dazu dienen, den vorbestimmten (Anpress- 
) Druck zu ermoglichen, einzustellen und zu regeln. Diese me- 

10 chanische Einrichtung kann sowohl an der Gegendruck-Walze 18 
als auch an der Walze 10 v.orgesehen sein und zum Beispiel auf 
einem einstellbaren Federelement basieren. Eine Erwarmung der 
Vorsprunge 12 bzw. der Druckplatte 11 erfolgt mittels einer 
Warmequelle, die gemafi Fig. 5 in Form einer Warmeenergie- 

15 Quelle ausgefuhrt sein kann, die sich durch Abstrahlung von 

Energie auszeichnet. Hierbei kann es sich zum Beispiel urn ei- 
ne Infrarot-Energiequelle (eine Heizlampe 17) handeln. Ebenso 
ist eine Energiezufuhr mittels einer direkten elektrischen 
Widerstandsheizung .der Oberflache der Druckplatte 11 bzw. der 

20 Vorsprunge 12 oder eine in die Walze integrierte Energiequel- 
le moglich. Mit dieser Ausfuhrung ist ein schneller und kon- 
tinuierlicher Prozess zur Herstellung von Durch- 
kontaktieru'ngen realisierbar . 



25 Zusammenfassend werden Durchkontaktierungen mit Hilfe von 

Warme und Druck mittels einer relief artigen (flexiblen) Plat- 
te mit Erhohungen, vorstehend als Trager- bzw. Druckplatte 
mit Vorspriingen benannt, an den Stellen der Durch- 
kontaktierungen in organische Schichten, insbesondere Isola- 

30 torschichten gepresst. Dabei off net sich die Isolatorschicht 
an den Beruhrungspunkten, wo'durch Vertiefungen bzw. Locher in 
der Isolatorschicht erzeugt werden. In einem nachf olgenden 
Schritt, zum Beispiel ein Aufbringen der nachsten Elektroden- 
schicht, kann eine Verbindung zweier Elektrodenebenen ermog- 

35 licht werden. Damit lassen sich in einer integrierten organi- 
schen Schaltung beispielsweise sowohl Transistoren miteinan-- 
der verbinden als auch Transistoren mit anderen Bauelementen 
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wie Dioden, Kondensatoren oder Spulen. Ebenfalls ist eine 
Stapelung mehrerer Lagen integrierter organischer Schaltungen 
realisierbar f die durch eine Isolatortrennschicht mit Durch- 
kontaktierungen elektrische miteinander verbindbar sind. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Strukturieren einer unstrukturierten organi- 
schen Schicht (3; 13) , insbesondere von organischen Schal- 

5 tungen, gekennzeichnet durch 

- Einpressen von Strukturierungsmitteln (2; 12) mit einer 
vorbestimmten Temperatur unter einem vorbestimmten Druck 
in die organische Schicht (3; 13); wobei die Strukturie- 
rungsmittel in die organische Schicht (3; 13) eindrin- 
10 gen, so dass nach dem Aufpressen die organische Schicht 

(3; 13) dauerhaft strukturiert ist. 

2. Verfahren gemafi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Substanz gewahlt ist, welche die organische 

15 Schicht (3; 13) derart bildet, dass sich die organische 

Schicht (3; 13) unter Einwirken der Strukturierungsmittel 
(2; 12) dauerhaft dffnet. 

3. Verfahren gemaJi einem der vorstehenden Anspruche, 

20 dadurch gekennzeichnet, dass das Einpressen uber ei- 

ne vorbestimmte Zeitperiode erfolgt. 

4. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturierungs- 

25 mitt el (2; 12) auf einem flachigen Trager (1; 10, 11) an- 

geordnet sind. 

5. Verfahren gemaft einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch' gekennzeichnet, dass die strukturierte orga- 
nische Schicht (3; 13) Vertiefungen (6; 16) entsprechend 
den Strukturierungsmitteln (2; 12) aufweist. 



30 



6. Verfahren gemaii Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Schicht (4) vorgesehen ist, die von der organi- 
35 schen Schicht (3; 13) bedeckt ist, wobei die Vertiefungen 

(6; 16) im wesentlichen durchgangig bis zu der Schicht (4) 
sich erstrecken. 
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7.Verfahren gemafi Anspruch 5 oder 6, dadurch 

gekennzeichnet , dass die Vertiefungen (6; 16) geeignet 
sind, urn Durchkontaktierungen zu bilden. 

5 

8 . Vorrichtung zum Strukturieren von organischen Schichten, 
insbesondere von organischen Schaltungen, gekennzeich- 
net durch Strukturierungsmittel (2; 12) , die vorbestimm- 
te Abmessungen aufweisen; 
10 wobei die Strukturierungsmittel rait einer vorbestimmten 

• Temperatur unter eineiti vorbestimmten Druck in die organi- 
sche Schicht (3; 13) einpressbar sind, urn in der organi- 
schen Schicht (3; 13) dauerhafte Strukturen auszubilden. 

15 9 . Vorrichtung gemafi Anspruch 8, dadurch 

gekennzeichnet, dass eine Substanz derart gewahlt ist, 
welche die organische Schicht (3; 13) bildet, dass sich 
die organische Schicht (3; 13) unter Einwirken der Struk- 
turierungsmittel (2; 12) dauerhaft off net. 

20 

10. Vorrichtung gemaB Anspruch 8 oder Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Strukturierungsmittel auf ei- 
nem flachigen Trager (1) angeordnet sind. 

25 11. Vorrichtung gemaft Anspruch 8 oder Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Strukturierungsmittel auf ei- 
nem flachigen, flexiblen Trager (11) angeordnet sind, der 
wiederum auf einem walzenf ormigen Trager (10) umfanglich 
angeordnet ist. 

30 

12. Vorrichtung gemafi Anspruch 11, gekennzeichnet 

durch eine Fordereinrichtung (18), die angepasst ist, die 
organische Schicht im wesentlichen synchron mit einer Urn- 
fangsgeschwindigkeit des walzenf ormigen Tragers (10) zu 
35 f order n. 
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13. Vorrichtung gemafi einem der vorstehenden Anspruche 8 bis 
13, gekennz eichnet durch eine Einrichtung (18) , die 
angepasst ist, die Stfukturierungsmittel mit dem vorbe- 
stimmt en Druck in die organische Schicht einzupressen. 

5 

14. Vorrichtung gemafi einem der vorstehenden Anspruche 8 bis 
13, gekennz'eichnet durch eine Einrichtung (17), die 
angepasst ist, die Strukturierungsmittel auf die vorbe- 
stimmte Temperatur zu erwarmen. 



10 
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